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(57) Zusammenfassung: Es wird ein optoelektronisches
Bauelement mit einem Halbleiterkdrper (1), der eine zur Er-
zeugung von elektromagnetischer Strahlung geeignete ak-
tive Schicht (2) und eine Strahlungsaustrittsflache (3) auf-
weist, angegeben. Auf der Strahlungsaustrittsflache (3) des
Halbleiterkdrpers (1) ist ein Kihlelement (4) angeordnet,
das flr die von dem Halbleiterkdrper (1) emittierte Strah-
lung transparent ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein optoelektronisches
Bauelement mit einem Kiihlelement.

[0002] Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, ein optoelektronisches Bauelement mit einer
verbesserten Warmeabfuhr anzugeben.

[0003] Diese Aufgabe wird durch ein optoelektroni-
sches Bauelement gemall dem Patentanspruch 1
gelost. Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbil-
dungen der Erfindung sind Gegenstand der abhangi-
gen Anspruche.

[0004] Erfindungsgemal ist ein optoelektronisches
Bauelement mit einem Halbleiterkérper vorgesehen,
wobei der Halbleiterkérper eine zur Erzeugung von
elektromagnetischer Strahlung geeignete aktive
Schicht aufweist. Ferner weist der Halbleiterkdrper
eine Strahlungsaustrittsflaiche auf. Auf der Strah-
lungsaustrittsflache ist ein Kuhlelement angeordnet,
das flr die von dem Halbleiterkorper emittierte Strah-
lung transparent ist.

[0005] Durch das auf der Strahlungsaustrittsflache
angeordnete Kiihlelement kann die Warme von dem
Halbleiterkorper effektiv abgefiihrt werden. Das Kiihl-
element besitzt vorteilhafterweise einen mdglichst
kleinen thermischen Widerstand und eine mdglichst
hohe Warmeleitfahigkeit, sodass die von dem Halb-
leiterkérper an das Kihlelement abgegebene Ver-
lustwarme in dem Kihlelement effektiv verteilt wer-
den kann. Dadurch erfolgt in dem Kuhlelement eine
effiziente Warmespreizung der von dem Halbleiter-
korper abgegebenen Verlustwarme. Das ist beson-
ders vorteilhaft bei Halbleiterkdrpern, die unter hohen
Leistungen betrieben werden, da bei hohen Leistun-
gen die Warmeabfuhr der Verlustwarme des Halblei-
terkdrpers mit zunehmenden Leistungsdichten im-
mer schwieriger wird. Es ist deshalb notwendig, die
entstandene Verlustwarme des Halbleiterkdrpers mit
einem moglichst kleinen thermischen Widerstand an
das Kuhlelement abzugeben.

[0006] Das Kiihlelement ist vorteilhaft auf der Strah-
lungsaustrittsfliche des Halbleiterkdrpers angeord-
net, sodass die von dem Halbleiterkdérper entstande-
ne Verlustwdrme an das Kihlelement abgegeben
werden kann. Durch die direkte Anordnung des Kihl-
elements auf der Strahlungsaustrittsflache des Halb-
leiterkorpers kann mit Vorteil die Warme des Halblei-
terkérpers an das Kihlelement abgegeben werden,
wobei sich der thermische Widerstand minimiert. Da-
durch kann eine optimale Warmeabfuhr der von dem
Halbleiterkdrper abgegebenen warme erzielt werden.

[0007] Das Kuhlelement ist fiir die von dem Halblei-
terkérper emittierte Strahlung transparent. Dadurch
kann die im Halbleiterkdrper erzeugte Strahlung effi-
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zient durch das Kiihlelement ausgekoppelt werden.

[0008] Die aktive Schicht des Halbleiterkdrpers
weist einen pn-Ubergang, eine Doppelheterostruktur,
einen Einfachquantentopf (SQW, single quantum
well) oder eine Mehrfachquantentopfstruktur (MQW,
multi quantum well) zur Strahlungserzeugung auf.
Die Bezeichnung Quantentopfstruktur entfaltet hier-
bei keine Bedeutung hinsichtlich der Dimensionalitat
der Quantisierung. Sie umfasst somit unter anderem
Quantentrége, Quantendrahte und Quantenpunkte
und jede Kombination dieser Strukturen. Beispiele fir
MQW-Strukturen sind in den Druckschriften WO
01/39282, US 5,831,277, US 6,172,382 B1 und US
5,684,309 beschrieben, deren Offenbarungsgehalt
insofern hiermit durch Rickbezug aufgenommen
wird.

[0009] Bevorzugt basiert der Halbleiterkorper auf ei-
nem Nitridverbindungshalbleiter. "Auf Nitridverbin-
dungshalbleitern basierend" bedeutet im vorliegen-
den Zusammenhang, dass die aktive Epitaxieschich-
tenfolge oder zumindest eine Schicht davon ein Nit-
rid-11l/V-Verbindungshalbleitermaterial, vorzugsweise
Al Ga,In,, N umfasst, wobei0<n<1,0=sm=1und
n + m < 1. Dabei muss dieses Material nicht zwin-
gend eine mathematisch exakte Zusammensetzung
nach obiger Formel aufweisen. Vielmehr kann es ei-
nen oder mehrere Dotierstoffe sowie zusatzliche Be-
standteile aufweisen, die die charakteristischen phy-
sikalischen Eigenschaften des Al ,Ga,In,_, ,N-Materi-
als im Wesentlichen nicht andern. Der Einfachheit
halber beinhaltet obige Formel jedoch nur die we-
sentlichen Bestandteile des Kiristallgitters (Al, Ga, In,
N), auch wenn diese teilweise durch geringe Mengen
weiterer Stoffe ersetzt sein kdnnen.

[0010] Bevorzugt ist der Halbleiterkérper an der
dem Kihlelement gegentberliegenden Seite auf ei-
nem Trager angeordnet, wobei der Trager an der
dem Halbleiterkorper gegentiberliegenden Seite vor-
zugsweise eine Warmesenke aufweist. Durch das
auf der Strahlungsaustrittsfliche des Halbleiterkor-
pers angeordnete Kihlelement und durch die auf der
gegenuberliegenden Seite des Halbleiterkdrpers an-
geordnete Warmesenke kann eine effiziente Warme-
abfuhr der von dem Halbleiterkdrper abgegebenen
Verlustwarme erzielt werden. Dadurch kann die in
dem Halbleiterkérper entstandene Verlustwarme mit
einem mdglichst kleinen thermischen Widerstand so-
wohl an das Kihlelement als auch an die Warmesen-
ke abgegeben werden. Dadurch wird eine effektive
Kuhlung des Halbleiterkdrpers erzeugt, die bevorzugt
fur Halbleiterkorper, die mit hohen Leistungen betrie-
ben werden, vorteilhaft sind.

[0011] Bevorzugt ist das Kiihlelement ein Diamant-
plattchen. Diamant weist eine hohe Warmeleitfahig-
keit auf, die um ein Vielfaches besser ist als die War-
meleitfahigkeit von beispielsweise Kupfer. Dadurch
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kann die in dem Halbleiterkdrper entstandene Ver-
lustwarme effektiv und mit einem moglichst kleinen
thermischen Widerstand an das Kiihlelement abge-
geben werden. Eine effektive Kiihlung des Halbleiter-
korpers kann erzielt werden. Ferner ist Diamant flr
die von dem Halbleiterkdrper emittierte Strahlung
transparent. Dadurch kann die von dem Halbleiter-
kdrper emittierte Strahlung vorteilhaft durch das
Kuhlelement ausgekoppelt werden.

[0012] Das Diamantplattchen weist vorteilhaft einen
Brechungsindex auf, der etwa so grof ist, wie der
Brechungsindex eines Nitridverbindungshalbleiters.
Dadurch kann die im Halbleiterkérper erzeugte
Strahlung nahezu verlustfrei in das Diamantplattchen
eintreten. Ein optoelektronisches Bauelement, das
eine solche Materialkombination des Halbleiterkor-
pers und des Kiihlelements aufweist, kann so eine ef-
fiziente Warmeabfuhr der in dem Halbleiterkérper
entstandenen Verlustwdrme und gleichzeitig eine
vorteilhafte Auskoppeleffizienz durch die im Wesent-
lichen angepassten Brechungsindizes des Halbleiter-
kérpers und des Kiihlelements erzielen.

[0013] Bevorzugt Uberragt das Kihlelement den
Halbleiterkdrper seitlich. Besonders bevorzugt ist die
laterale Ausdehnung des Kihlelements vier- bis
zehnmal gréRer als die laterale Ausdehnung des
Halbleiterkorpers.

[0014] Dadurch, dass das Kiihlelement eine gréRe-
re laterale Ausdehnung aufweist als der Halbleiter-
korper, kann die von dem Halbleiterkérper abgegebe-
ne Verlustwarme, die an das Kuhlelement abgege-
ben wird, in dem Kihlelement effektiv verteilt werden,
sodass eine effiziente Warmespreizung des Warme-
flusses in dem Kihlelement entsteht. Eine effektive
Warmeabfuhr der aus dem Halbleiterkérper abgege-
benen Warme kann dadurch erzielt werden.

[0015] Vorzugsweise weist das Kihlelement auf der
dem Halbleiterkérper zugewandten Seite in Berei-
chen, die den Halbleiterkdrper lateral iberragen, eine
Spiegelschicht auf.

[0016] Die Spiegelschicht kann beispielsweise Sil-
ber aufweisen. Ferner kann die Spiegelschicht bei-
spielsweise aus dielektrischen Schichten bestehen.

[0017] Die Spiegelschicht, die auf das Kihlelement
in Bereichen, die den Halbleiterkérper lateral Giberra-
gen, aufgebracht sein kann, muss nicht die Eigen-
schaft erfillen, einen ohmschen Kontakt herzustel-
len, sodass die Spiegelschicht dahingehend optimiert
werden kann, eine mdglichst hohe Reflektivitat fir die
von der aktiven Schicht emittierte Strahlung zu erzeu-
gen. Die Strahlung, die aus dem Halbleiterkdrper in
das Kuhlelement eintritt, an der dem Halbleiterkdrper
gegeniberliegenden Grenzflache des Kiihlelements
totalreflektiert wird und auf die Spiegelschicht auftrifft,
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kann an der Spiegelschicht so reflektiert werden,
dass die Strahlung an der dem Halbleiterkérper ge-
genlberliegenden Grenzflache des Kiihlelements
aus dem optoelektronischen Bauelement ausgekop-
pelt wird. Die Auskoppeleffizienz der von der aktiven
Schicht emittierten Strahlung aus dem Bauelement
ist somit in diesen aulieren Bereichen, die lateral zu
dem Halbleiterkdrper versetzt sind, mit Vorteil beson-
ders hoch. Dadurch kann die Gesamteffizienz des
Bauelements gesteigert werden.

[0018] Bevorzugt weist das Kihlelement auf der
dem Halbleiterkérper zugewandten Seite in Berei-
chen, die den Halbleiterkérper Uberragen, Stiitzele-
mente auf.

[0019] Besonders bevorzugt ist der Halbleiterkorper
an der dem Kihlelement gegeniiberliegenden Seite
auf einem Trager angeordnet, wobei der Trager an
der dem Halbleiterkdrper gegeniiberliegenden Seite
eine Warmesenke aufweist.

[0020] Die Stutzelemente verbinden vorteilhaft das
Kihlelement mit der Warmesenke. Dadurch kann der
Warmefluss von dem Kihlelement tber die Stitzele-
mente zur Warmesenke geleitet werden, wodurch die
in dem Halbleiterkorper entstandene Verlustwarme
effizient Uber das Kiihlelement und Gber die Stiitzele-
mente zu der Warmesenke transportiert werden
kann. Eine effiziente Kiihlung des Halbleiterkdrpers
kann so erzeugt werden.

[0021] Die Stitzelemente enthalten bevorzugt ein
Metall oder eine Metalllegierung, um eine mdglichst
effiziente Warmeleitung mit einem mdglichst kleinen
thermischen Widerstand zu erzeugen.

[0022] Bevorzugt Uberragt das Kihlelement den
Halbleiterkorper lateral, wobei das Kihlelement auf
der dem Halbleiterkérper zugewandten Seite in Be-
reichen, die den Halbleiterkoérper Uberragen, Stitze-
lemente aufweist und die Stitzelemente einen elek-
trischen Kontakt mit einem Leiterrahmen erzeugen.

[0023] Dadurch kénnen die Stiutzelemente sowohl
zur Warmeabfuhr der in dem Halbleiterkérper ent-
standenen Warme als auch zur elektrischen Kontak-
tierung des Halbleiterkdrpers dienen.

[0024] Vorzugsweise weist das Bauelement eine
erste und eine zweite auf dem Halbleiterkdrper ange-
ordnete elektrische Anschlussschicht auf, wobei die
erste und die zweite elektrische Anschlussschicht auf
der der Strahlungsaustrittsflache gegenuberliegen-
den Seite des Halbleiterkdrpers angeordnet sind. Die
erste und die zweite elektrische Anschlussschicht
sind mittels einer Trennschicht elektrisch gegenein-
ander isoliert.

[0025] "An der der Strahlungsaustrittsflache gegen-
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Uberliegenden Seite angeordnet" bedeutet vorlie-
gend, dass zumindest ein Teil der ersten beziehungs-
weise zweiten elektrischen Anschlussschicht der
Halbleiterschichtenfolge in Richtung von der Strah-
lungsaustrittsfliche zur gegenuberliegenden Seite
hin nachfolgt. Es ist jedoch nicht notwendig, dass die
gesamte erste beziehungsweise zweite elektrische
Anschlussschicht an der der Strahlungsaustrittsfla-
che gegenilberliegenden Seite angeordnet ist. Viel-
mehr kann sich ein Teilbereich der zweiten elektri-
schen Anschlussschicht von der der Strahlungsaus-
trittsflache gegenuberliegenden Seite des Halbleiter-
korpers durch einen Durchbruch der aktiven Schicht
hindurch in Richtung zu der Strahlungsaustrittsflache
hin erstrecken. Die erste elektrische Anschluss-
schicht, die zweite elektrische Anschlussschicht und
die Trennschicht sind jedoch derart ausgebildet, dass
sie, insbesondere an der der Strahlungsaustrittsfla-
che gegeniberliegenden Seite des Halbleiterkdrpers
lateral Uberlappen.

[0026] Vorzugsweise ist die Strahlungsaustrittsfla-
che des Halbleiterkorpers frei von elektrischen Kon-
taktstellen wie Bondpads.

[0027] Die Gefahr einer Abschattung und/oder Ab-
sorption eines Teils der von der aktiven Schicht im
Betrieb emittierten elektromagnetischen Strahlung
durch die elektrischen Kontaktstellen wird auf diese
Weise reduziert.

[0028] Bevorzugt ist das optoelektronische Bauele-
ment auf einer Montageflache angeordnet, wobei die
Montageflache die Warmeabfuhr und die elektrische
Zufuhrung des Halbleiterkérpers sicherstellt. Bei-
spielsweise sind die erste und die zweite elektrische
Anschlussschicht mit einem Leiterrahmen elektrisch
verbunden. Alternativ kbnnen zum Beispiel die erste
und/oder die zweite elektrische Anschlussschicht
Uber einen elektrischen Kontakt mit dem Leiterrah-
men elektrisch verbunden sein.

[0029] Bei einer anderen Ausgestaltung weist die
erste und/oder die zweite elektrische Anschluss-
schicht eine Mehrschichtstruktur auf. Beispielsweise
weist die erste und/oder die zweite elektrische An-
schlussschicht eine Haftvermittiungsschicht, eine
Reflektorschicht und/oder eine Stromverteilungs-
schicht auf.

[0030] Ein elektrischer Kontaktbereich, der zur elek-
trischen Kontaktierung des Halbleiterkérpers geeig-
net ist, ist zweckmaligerweise seitlich von der Halb-
leiterschichtenfolge angeordnet. Die elektrischen
Kontaktbereiche kénnen mit Vorteil groRflachig aus-
gefiuihrt sein, da sie die Emission elektromagneti-
scher Strahlung aus dem Halbleiterkdrper nicht be-
eintrachtigen. Der Halbleiterkorper ist daher beson-
ders gut zur Verwendung mit hohen Betriebsstromen
geeignet. Anders ausgedrickt hat er mit Vorteil eine
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[0031] Die Anordnung der Kontaktbereiche ist vor-
teilhafterweise frei wahlbar. Der Kontaktbereich der
Anschlussschichten kann zur p-seitigen Kontaktie-
rung des Halbleiterkérpers und zur n-seitigen Kon-
taktierung des Halbleiterkérpers seitlich Uber die
Stutzelemente zu einem Leiterrahmen gefiihrt wer-
den. Ferner kann nur einer der zwei Kontaktbereiche
der Anschlussschichten Uber die Stitzelemente zu
dem Leiterrahmen geflihrt werden. Der andere elek-
trische Kontaktbereich einer Anschlussschicht kann
dabei durch den Trager des Halbleiterkorpers geflhrt
werden, sodass die p-seitige oder n-seitige Kontak-
tierung von der dem Halbleiterkérper gegeniberlie-
genden Seite des Tragers her erfolgt.

[0032] Eine weitere Ausgestaltung sieht vor, dass
sowohl zur p-seitigen und zur n-seitigen Kontaktie-
rung der erste und der zweite elektrische Kontaktbe-
reich der Anschlussschichten durch den Trager ge-
fuhrt werden, so dass die p-seitige und die n-seitige
Kontaktierung von der dem Halbleiterkérper gegeni-
berliegenden Seite des Tragers her erfolgt. Der elek-
trische Kontakt zu einem Leiterrahmen wird somit auf
der dem Halbleiterkdrper gegeniiberliegenden Seite
des Tragers hergestellt. Die p-Seitige Kontaktierung
wird dabei mittels der ersten elektrischen Anschluss-
schicht und die n-seitige Kontaktierung mittels der
zweiten elektrischen Anschlussschicht hergestellt
oder umgekehrt.

[0033] Bei einer weiteren Ausgestaltung erstreckt
sich ein Teilbereich der ersten oder zweiten elektri-
schen Anschlussschicht von der Strahlungsaustritts-
flache durch einen Durchbruch der aktiven Schicht
hindurch in Richtung zu der der Strahlungsaustritts-
flache abgewandten Seite hin. Bevorzugt ist ein zwei-
ter elektrischer Kontakt fir die erste oder die zweite
elektrische Anschlussschicht, die sich durch den
Durchbruch erstreckt, auf der der Strahlungsaustritts-
flache gegeniiberliegenden Seite angeordnet.

[0034] Bei dieser Ausgestaltung kann der elektri-
sche Kontakt einer Anschlussschicht tber ein Stutz-
element zu einem Leiterrahmen gefihrt werden, wo-
bei der zweite elektrische Kontakt durch den Trager
zu einem Leiterrahmen gefiuhrt werden kann, oder
beide elektrische Kontakte der ersten und der zwei-
ten Anschlussschicht werden Uber Stitzelemente zu
jeweils einem Leiterrahmen gefihrt.

[0035] Bei einer weiteren Ausgestaltung weist der
Halbleiterkdrper an der dem Kihlelement abgewand-
ten Seite einen Trager auf, wobei der Trager eine
Mehrzahl von Offnungen aufweist, und die erste
und/oder die zweite elektrische Anschlussschicht
durch die Offnungen zu der Halbleiterschichtenfolge
verlaufen.
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[0036] Beidieser Ausgestaltung wird somit die erste
und/oder die zweite elektrische Anschlussschicht
durch den Trager gefiihrt und an der dem Halbleiter-
korper abgewandten Seite des Tragers mit einem
Leiterrahmen elektrisch verbunden.

[0037] Vorzugsweise ist die Strahlungsaustrittsfla-
che des Halbleiterkorpers poliert. Die Strahlungsaus-
trittsflache ist also nicht wie herkdmmlicher Weise
aufgeraut. Dadurch schlieRen das Kuhlelement und
der Halbleiterkdrper direkt aneinander an. Es ent-
steht mit Vorteil kein Abstand zwischen der Strah-
lungsaustrittsflache des Halbleiterkrpers und dem
Kihlelement. Dadurch, dass vorzugsweise der Bre-
chungsindex des Halbleiterkérpermaterials und des
Kihlelementmaterials im Wesentlichen im gleichen
Wertebereich liegen, kann die im Halbleiterkdrper er-
zeugte Strahlung nahezu verlustfrei in das Kihlele-
ment eindringen. ,Im Wesentlichen im gleichen Wer-
tebereich liegen" bedeutet vorliegend, dass die Ab-
weichung des Brechungsindizes des Halbleiterkor-
permaterials und des Kiihlelementmaterials nicht
groRer als einschlieBlich 0,3 betragt.

[0038] Bevorzugtweist das Kiihlelement auf der von
dem Halbleiterkérper abgewandten Oberflache eine
Aufrauung auf. Dadurch wird die von dem Halbleiter-
korper emittierte Strahlung an der Oberflache ge-
streut, wodurch sich die Auskoppeleffizienz der
Strahlung erhoht.

[0039] Bevorzugt ist auf der von dem Halbleiterkor-
per abgewandten Seite des Kiihlelements eine
TiO,-Schicht angeordnet. Da das Kihlelement teil-
weise schwer aufzurauen sein kann, kann alternativ
die auf dem Kihlelement aufgebrachte TiO,-Schicht,
die ebenfalls einen Brechungsindex, der im Wesent-
lichen in einem Bereich des Brechungsindizes eines
Nitridverbindungshalbleiters liegt, aufgeraut sein. Be-
vorzugt weist die TiO,-Schicht eine Aufrauung auf,
wodurch eine Streuung an der Austrittsseite der
TiO,-Schicht erzielt werden kann. Dadurch erhoht
sich die Strahlungsauskoppeleffizienz des Bauele-
ments mit Vorteil.

[0040] Die Streuung an der Auskoppelseite des
Bauelements kann ferner durch geometrische Struk-
turen, wie beispielsweise Pyramiden oder Mikropris-
men, durch eine Aufrauung der Auskoppelseite oder
durch photonische Kristallstrukturen erfolgen. Die
Auskoppeleffizienz erhoht sich vorteilhaft. Alternativ
kann die Streuung der Strahlung durch eine Kombi-
nation der einzelnen Ausfiihrungsformen der Aus-
koppelstrukturen erzeugt werden.

[0041] Bei einer bevorzugten Ausgestaltung weist
das Kihlelement auf der abgewandten Seite des
Halbleiterkorpers eine Konverterschicht mit darin ent-
haltenem Leuchtstoff auf. Dadurch, dass die Konver-
terschicht auf dem Kihlelement aufgebracht ist, kann

2009.06.25

die Konverterschicht durch das Kihlelement effektiv
gekiihlt werden. Eine Uberhitzung der Konverter-
schicht oder des Leuchtstoffs in der Konverterschicht
kann dadurch mit Vorteil vermindert werden. Eine sol-
che Ausgestaltung des Bauelements ist vor allem
vorteilhaft bei Bauelementen, die daflir vorgesehen
sind, weilRes Licht abzustrahlen.

[0042] Vorzugsweise ist der Halbleiterkérper eine
Leuchtdiode. Besonders bevorzugt ist der Halbleiter-
korper als Dinnfilmchip ausgebildet.

[0043] Bei einem Dinnfilmchip ist das Herstellungs-
substrat, auf dem der Schichtstapel fir den Halblei-
terkorper hergestellt, insbesondere abgeschieden
wurde, bereichsweise oder vollstandig entfernt. Das
Herstelllungssubstrat ist vorzugsweise das Auf-
wachssubstrat, auf dem der Schichtstapel epitaktisch
aufgewachsen ist.

[0044] Ein Grundprinzip eines Dunnfilmchips ist bei-
spielsweise in der Druckschrift I. Schnitzer et al., Ap-
pl. Phys. Let. 63 (16) 18. Oktober 1993, Seiten 2174
bis 2176, beschrieben, deren Offenbarungsgehalt in-
sofern hiermit durch Rickbezug aufgenommen wird.
Beispiele fur Dunnfilm-Leuchtdiodenchips sind in den
Druckschriften EP 0905797 A2 und WO 02/13281 A1
beschrieben, deren Offenbarungsgehalt insofern
hiermit ebenfalls durch Rickbezug aufgenommen
wird.

[0045] Weitere Merkmale, Vorteile, bevorzugte Aus-
gestaltungen und ZweckmaRigkeiten des Bauele-
ments ergeben sich aus den im Folgenden in Verbin-
dung mit den Fig. 1 bis Fig. 3 erlauterten Ausflih-
rungsbeispielen. Es zeigen:

[0046] Fig.1 einen schematischen Querschnitt ei-
nes ersten Ausflihrungsbeispiels eines erfindungsge-
maflen Bauelements,

[0047] Eig.2 einen schematischen Querschnitt ei-
nes zweiten Ausfiihrungsbeispiels eines erfindungs-
gemalen Bauelements, und

[0048] Fig. 3 einen schematischen Querschnitt ei-
nes dritten Ausfiihrungsbeispiels eines erfindungsge-
maflen Bauelements.

[0049] Gleiche oder gleich wirkende Bestandteile
sind jeweils mit den gleichen Bezugszeichen verse-
hen. Die dargestellten Bestandteile sowie die Gro-
Renverhaltnisse der Bestandteile untereinander sind
nicht als mafstabsgerecht anzusehen.

[0050] InFig. 1 istein Querschnitt eines ersten Aus-
fuhrungsbeispiels eines optoelektronischen Bauele-
ments dargestellt.

[0051] Das optoelektronische Bauelement weist ei-
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nen Halbleiterkdrper (1) auf, der eine zur Erzeugung
von elektromagnetischer Strahlung geeignete aktive
Schicht aufweist. Die aktive Schicht des Halbleiter-
korpers (1) weist einen pn-Ubergang, eine Doppelhe-
terostruktur, einen Einfachquantentopf (SQW, single
quantum well) oder eine Mehrfachquantentopfstruk-
tur (MQW, multi quantum well) zur Strahlungserzeu-
gung auf. Die Bezeichnung Quantentopfstruktur ent-
faltet hierbei keine Bedeutung hinsichtlich der Dimen-
sionalitat der Quantisierung. Sie umfasst somit unter
anderem Quantentrége, Quantendrahte und Quan-
tenpunkte und jede Kombination dieser Strukturen.

[0052] Bevorzugt basiert der Halbleiterkorper (1)
auf einem Nitridverbindungshalbleiter. "Auf Nitridver-
bindungshalbleitern basierend" bedeutet im vorlie-
genden Zusammenhang, dass die aktive Epita-
xieschichtenfolge oder zumindest eine Schicht davon
ein Nitrid-Ill/V-Verbindungshalbleitermaterial, vor-
zugsweise Al Ga, In,_,,N umfasst, wobei0<n<1,0
<m<1undn+m< 1. Dabei muss dieses Material
nicht zwingend eine mathematisch exakte Zusam-
mensetzung nach obiger Formel aufweisen. Vielmehr
kann es einen oder mehrere Dotierstoffe sowie zu-
satzliche Bestandteile aufweisen, die die charakteris-
tischen physikalischen Eigenschaften des
Al .Ga,In, N-Materials im Wesentlichen nicht an-
dern. Der Einfachheit halber beinhaltet obige Formel
jedoch nur die wesentlichen Bestandteile des Kristall-
gitters (Al, Ga, In, N), auch wenn diese teilweise
durch geringe Mengen weiterer Stoffe ersetzt sein
kénnen.

[0053] Der Halbleiterkérper (1) weist eine Strah-
lungsaustrittsflache (3) auf. Auf der Strahlungsaus-
trittsflache (3) ist ein Kiihlelement (4) angeordnet,
das fir die von dem Halbleiterkérper (1) emittierte
Strahlung transparent ist.

[0054] Die Verlustwarme, die bei Betrieb des Halb-
leiterkdrpers (1) entsteht, kann durch das auf der
Strahlungsaustrittsflache (3) angeordnete Kiihlele-
ment (4) effektiv von dem Halbleiterkorper (1) abge-
fuhrt werden. Das Kuhlelement (4) besitzt vorteilhaf-
terweise einen mdglichst kleinen thermischen Wider-
stand und eine mdglichst hohe Warmeleitfahigkeit.
So kann die von dem Halbleiterkérper (1) an das
Kihlelement (4) abgegebene Verlustwarme in dem
Kihlelement (4) effektiv verteilt werden, wodurch in
dem Kuhlelement (4) eine effiziente Warmespreizung
des Warmeflusses erfolgt. Das ist besonders vorteil-
haft bei Halbleiterkérpern (1), die unter hohen Leis-
tungen betrieben werden (Hochleistungs-Halbleiter-
korper), da bei hohen Leistungen die Warmeabfuhr
der Verlustwarme des Halbleiterkorpers (1) mit zu-
nehmenden Leistungsdichten immer schwieriger
wird.

[0055] Durch die direkte Anordnung des Kiihlele-
ments (4) auf der Strahlungsaustrittsflache (3) des
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Halbleiterkorpers (1) kann mit Vorteil die Verlustwar-
me des Halbleiterkdrpers (1) mit einem minimalen
thermischen Widerstand an das Kuhlelement (4) ab-
gegeben werden, wodurch eine optimale Warmeab-
fuhr der von dem Halbleiterkorper (1) abgegebenen
Verlustwarme erzielt werden kann.

[0056] Das Kihlelement (4) ist fir die von dem
Halbleiterkorper (1) emittierte Strahlung transparent.
Dadurch kann die im Halbleiterkérper (1) erzeugte
Strahlung effizient durch das Kiihlelement (4) ausge-
koppelt werden.

[0057] Das Kihlelement (4) ist beispielsweise ein
Diamantplattchen. Diamant weist eine hohe Warme-
leitfahigkeit auf, die um ein Vielfaches besser ist, als
die Warmeleitfahigkeit von beispielsweise Kupfer.
Dadurch kann die in dem Halbleiterkérper (1) ent-
standene Verlustwarme effektiv und mit einem mog-
lichst kleinen thermischen Widerstand an das Dia-
mantplattchen (4) abgegeben werden. Ferner ist Dia-
mant fur die von dem Halbleiterkdrper (1) emittierte
Strahlung transparent, wodurch die von dem Halblei-
terkorper (1) emittierte Strahlung vorteilhaft durch
das Diamantplattchen (4) ausgekoppelt werden
kann.

[0058] Das Kihlelement (4) ist bevorzugt als Dia-
mantplatichen ausgefihrt. Da Diamant einen Bre-
chungsindex aufweist, der etwa in dem Wertebereich
des Brechungsindizes eines Nitridverbindungshalb-
leiter liegt, also lediglich eine Abweichung von ein-
schliellich 0,3 aufweist, kann die im Halbleiterkérper
(1) erzeugte Strahlung nahezu verlustfrei in das Dia-
mantplattchen eintreten. So kann eine effiziente War-
meabfuhr der in dem Halbleiterkdrper (1) entstande-
nen Verlustwarme und gleichzeitig eine vorteilhafte
Auskoppeleffizienz erzielt werden.

[0059] Die Strahlungsaustrittsflache (3) des Halblei-
terkorpers (1) ist bevorzugt poliert. Die Strahlungs-
austrittsflache (3) ist also nicht wie herkémmlicher
Weise aufgeraut. Dadurch kann das Diamantplatt-
chen (4) direkt an den Halbleiterkérper (1) anschlie-
Ren. Somit entsteht kein Abstand zwischen der
Strahlungsaustrittsflache (3) des Halbleiterkdrpers
(1) und dem Diamantplattchen (4), wodurch eine na-
hezu verlustfreie Einkopplung der in dem Halbleiter-
korper (1) erzeugten Strahlung in das Diamantplatt-
chen (4) erfolgen kann.

[0060] Das Diamantplattchen (4) kann auf der von
dem Halbleiterkérper (1) abgewandten Oberflache
eine Aufrauung aufweisen. Da Diamant teilweise
schwer aufzurauen ist, kann alternativ auf der von
dem Halbleiterkérper (1) abgewandten Oberflache
des Diamantplattchens (4) eine TiO,-Schicht (5) an-
geordnet sein. Die TiO,-Schicht (5) weist im Wesent-
lichen ebenfalls einen Brechungsindex auf, der etwa
in einem Bereich des Brechungsindizes eines Nitrid-
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verbindungshalbleiters liegt. Bevorzugt weist die
TiO,-Schicht (5) eine Aufrauung auf, wodurch eine
Streuung der von dem Halbleiterkorper (1) emittier-
ten Strahlung an der Austrittsseite der TiO,-Schicht
(5) erzielt werden kann. Dadurch erhoht sich die Aus-
koppeleffizienz des Bauelements mit Vorteil.

[0061] Die Streuung an der Auskoppelseite des
Bauelements konnte ferner durch geometrische
Strukturen, wie beispielsweise Pyramiden oder Mi-
kroprismen, durch eine Aufrauung der Auskoppelsei-
te oder durch photonische Kristallstrukturen erfolgen.
Alternativ kdnnte die Streuung der Strahlung durch
eine Kombination der einzelnen Ausflihrungsformen
der Auskoppelstrukturen erzeugt werden.

[0062] Vorzugsweise ist der Halbleiterkérper (1)
eine Leuchtdiode. Besonders bevorzugt ist der Halb-
leiterkdrper (1) als Dunnfilm-LED ausgebildet.

[0063] Beieiner Dinnfilm-LED ist das Herstellungs-
substrat, auf dem der Schichtstapel fir den Halblei-
terkérper (1) hergestellt, insbesondere abgeschieden
wurde, bereichsweise oder vollstandig entfernt.

[0064] Bevorzugt ist der Halbleiterkoérper (1) an der
dem Diamantplattchen (4) gegentiberliegenden Seite
auf einem Trager (9) angeordnet, wobei der Trager
(9) an der dem Halbleiterkérper (1) gegenulberliegen-
den Seite vorzugsweise eine Warmesenke (11) auf-
weist. Durch das auf der Strahlungsaustrittsflache (3)
des Halbleiterkorpers (1) angeordnete Diamantplatt-
chen (4) und durch die auf der gegeniiberliegenden
Seite des Halbleiterkérpers (1) angeordnete Warme-
senke (11) kann eine effiziente Warmeabfuhr der von
dem Halbleiterkorper (1) abgegebenen Verlustwarme
erzielt werden.

[0065] Das Diamantplattchen (4) Gberragt den Halb-
leiterkorper (1) bevorzugt lateral. Besonders bevor-
zugt ist die laterale Ausdehnung des Diamantplatt-
chens (4) vier bis zehnmal gréRer als die laterale
Ausdehnung des Halbleiterkorpers (1).

[0066] Auf der dem Halbleiterkérper (1) zugewand-
ten Seite weist das Diamantplatichen (4) in Berei-
chen, die den Halbleiterkdrper (1) lateral iberragen,
bevorzugt eine Spiegelschicht (13) auf, die beispiels-
weise Silber oder dielektrische Schichten aufweist.

[0067] Dabei muss die Spiegelschicht (13) nicht die
Eigenschaft erfiillen, einen ohmschen Kontakt herzu-
stellen, sodass die Spiegelschicht (13) dahingehend
optimiert werden kann, eine mdglichst hohe Reflekti-
vitat fur die von der aktiven Schicht emittierte Strah-
lung zu erzeugen. Somit kann die Strahlung, die aus
dem Halbleiterkorper (1) in das Diamantplattchen (4)
eintritt, an der dem Halbleiterkdrper (1) gegeniberlie-
genden Grenzflache des Diamantplattchens (4) total-
reflektiert wird und auf die Spiegelschicht (13) auf-
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trifft, an der Spiegelschicht (13) so reflektiert werden,
dass die Strahlung an der dem Halbleiterkorper (1)
gegeniberliegenden Grenzflache des Diamantplatt-
chens (4) aus dem optoelektronischen Bauelement
ausgekoppelt wird. Dadurch kann die Gesamteffizi-
enz des Bauelements gesteigert werden.

[0068] Das Diamantplattchen (4) weist auf der dem
Halbleiterkorper (1) zugewandten Seite in Bereichen,
die den Halbleiterkdrper (1) Uberragen, bevorzugt
Stitzelemente (10) auf. Dabei verbinden die Stitze-
lemente (10) das Diamantplattchen (4) mit der War-
mesenke (11). Die Stutzelemente (10) enthalten bei-
spielsweise Metall oder eine Metalllegierung, um
eine moglichst effiziente Warmeleitung mit einem
moglichst kleinen thermischen Widerstand zu erzeu-
gen.

[0069] Dadurch, dass das Diamantplattchen (4)
eine groRere laterale Ausdehnung aufweist als der
Halbleiterkorper (1), kann die von dem Halbleiterkor-
per (1) abgestrahlte Verlustwarme, die an das Dia-
mantplattchen (4) abgegeben wird, in dem Diamant-
plattchen (4) effektiv verteilt werden, sodass eine ef-
fiziente Warmespreizung des Warmeflusses in dem
Diamantplattchen (4) entsteht. Uber die Stiitzele-
mente (10) kann der Warmefluss von dem Diamant-
plattchen (4) zur Warmesenke (11) geleitet werden,
wodurch die in dem Halbleiterkérper (1) entstandene
Verlustwarme effizient Gber das Diamantplattchen (4)
und Uber die Stutzelemente (10) zu der Warmesenke
(11) transportiert werden kann. Eine effiziente Kuh-
lung des Bauelements kann so erzeugt werden. Die
Stitzelemente (10) kdnnen vorzugsweise einen elek-
trischen Kontakt mit einem Leiterrahmen erzeugen.
Dadurch kdénnen die Stutzelemente (10) sowohl zur
Warmeabfuhr der in dem Halbleiterkérper (1) ent-
standenen Warme als auch zur elektrischen Kontak-
tierung des Halbleiterkdrpers (1) dienen.

[0070] Vorzugsweise weist das Bauelement eine
erste und eine zweite auf dem Halbleiterkdrper (1)
angeordnete elektrische Anschlussschicht (6, 7) auf,
wobei die erste und die zweite elektrische Anschluss-
schicht (6, 7) auf der der Strahlungsaustrittsflache (3)
gegenuberliegenden Seite des Halbleiterkérpers (1)
angeordnet sind. Die erste und die zweite elektrische
Anschlussschicht (6, 7) sind mittels einer Trenn-
schicht (15) elektrisch gegeneinander isoliert.

[0071] Dadurch ist die Strahlungsaustrittsflache (3)
des Halbleiterkorpers (1) frei von elektrischen Kon-
taktstellen wie Bondpads. Die Gefahr einer Abschat-
tung und/oder Absorption eines Teils der von der ak-
tiven Schicht im Betrieb emittierten elektromagneti-
schen Strahlung durch die elektrischen Kontaktstel-
len wird auf diese Weise reduziert.

[0072] Bevorzugt erstreckt sich ein Teilbereich der
ersten oder der zweiten elektrischen Anschluss-
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schicht (6, 7) von der Strahlungsaustrittsflache (3)
durch einen Durchbruch (8) der aktiven Schicht hin-
durch in Richtung zu der der Strahlungsaustrittsfla-
che (3) abgewandten Seite hin. Bei dieser Ausgestal-
tung kénnen sowohl beide elektrische Kontakte der
ersten und der zweiten Anschlussschicht (6, 7) Uber
Stitzelemente (10) zu jeweils einem Leiterrahmen
geflhrt werden, oder lediglich ein elektrischer Kon-
takt der ersten oder der zweiten Anschlussschicht (6,
7) kann Uber eines der Stutzelemente (10) zu einem
Leiterrahmen geflihrt werden. Dabei wird der zweite
elektronische Kontakt der ersten oder der zweiten
Anschlussschicht (6, 7) durch den Trager (9) zu ei-
nem Leiterrahmen gefliihrt, wobei der Trager (9) eine
Mehrzahl von Offnungen aufweist, und die erste
und/oder die zweite elektrische Anschlussschicht (6,
7) durch die Offnungen zu der Halbleiterschichtenfol-
ge verlaufen.

[0073] Alternativ kdnnen sowohl die erste als auch
die zweite elektrische Anschlussschicht (6, 7) durch
Offnungen in dem Tréger (9) gefiihrt werden und an
der dem Halbleiterkérper (1) abgewandten Seite des
Tragers (9) jeweils mit einem Leiterrahmen elektrisch
verbunden werden (nicht dargestellt).

[0074] Der Trager (9) enthalt bevorzugt Si, Ge oder
GaAs. Sind beide elektrische Kontakte der ersten
und der zweiten Anschlussschicht (6, 7) Uber Stiitze-
lemente (10) zu jeweils einem Leiterrahmen gefihrt,
kann der Trager (9) beispielsweise auch AIN oder Sa-
phir enthalten.

[0075] In Eig. 2 ist ein zweites Ausflihrungsbeispiel
eines optoelektronischen Bauelements dargestellt.

[0076] Das Ausfiihrungsbeispiel von Fig. 2 unter-
scheidet sich von dem Ausfluhrungsbeispiel von
Fig. 1 dadurch, dass auf der TiO,-Schicht (5) eine
Konverterschicht (14) mit darin enthaltenem Leucht-
stoff angeordnet ist. Dadurch, dass die Konverter-
schicht (14) auf der TiO,-Schicht (5), die auf dem Di-
amantplattchen (4) angeordnet ist, aufgebracht ist,
kann die Konverterschicht (14) durch das Diamant-
plattchen (4) effektiv gekihlt werden. Eine Uberhit-
zung der Konverterschicht (14) oder des Leuchtstoffs
in der Konverterschicht (14) kann dadurch mit Vorteil
vermindert werden. Eine solche Ausgestaltung ist vor
allem vorteilhaft bei Bauelementen, die daflir vorge-
sehen sind, weiles Licht abzustrahlen.

[0077] Fig. 3 stellt ein optoelektronisches Bauele-
ment dar, bei dem ein Ausfuhrungsbeispiel einer
moglichen elektrischen Kontaktierung des Halbleiter-
korpers (1) dargestellt ist.

[0078] Der Halbleiterkérper (1) weist eine aktive
Schicht (2) auf, die geeignet ist, elektromagnetische
Strahlung zu erzeugen. In der aktiven Schicht (2) ist
mindestens ein Durchbruch (8) ausgebildet. vorzugs-
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weise werden mehrere separate Durchbriiche (8)
ausgebildet, wodurch mit Vorteil eine besonders ho-
mogene laterale Stromverteilung erzielt werden
kann. Der Durchbruch (8) verlauft von der Strah-
lungsaustrittsflache (3) in Richtung einer der Strah-
lungsaustrittsflache (3) gegenlberliegenden Flache
des Halbleiterkorpers (1). Der Durchbruch (8) fuhrt
von einer ersten Halbleiterschichtenfolge (1a) des
Halbleiterkorpers (1) durch die aktive Schicht (2) und
durch eine zweite Halbleiterschichtenfolge (1b) des
Halbleiterkorpers (1).

[0079] Auf der Strahlungsaustrittsflache (3) ist ein
Kihlelement (4), beispielsweise ein Diamantplatt-
chen aufgebracht, das zur Kiihlung des Halbleiterkor-
pers (1) dient. Das Diamantplattchen (4) weist auf der
dem Halbleiterkérper (1) zugewandten Seite in Berei-
chen, die den Halbleiterkdrper (1) lateral Gberragen,
eine Spiegelschicht (13) auf.

[0080] Eine erste Anschlussschicht (6) ist auf der
dem Diamantplatichen (4) abgewandten Seite des
Halbleiterkorpers (1) aufgebracht. Eine zweite An-
schlussschicht (7) wird durch den Durchbruch (8) auf
die dem Diamantplattichen (4) gegenuberliegenden
Seite des Halbleiterkorpers (1) gefihrt. Die erste An-
schlussschicht (6) und die zweite Anschlussschicht
(7) Uberlappen sich zum Teil lateral. Die erste elekiri-
sche Anschlussschicht (6) und die zweite elektrische
Anschlussschicht (7) sind mittels einer Trennschicht
(15) elektrisch gegeneinander isoliert.

[0081] Mittels einer Lot- oder Klebstoffschicht (12)
kann auf der ersten und der zweiten elektrischen An-
schlussschicht (6, 7) ein Trager (9) befestigt sein.

[0082] Die erste und die zweite elektrische An-
schlussschicht (6, 7) kénnen Uber Stitzelemente
elektrisch kontaktiert sein (nicht dargestellt). Die
elektrische Kontaktierung des Halbleiterkorpers (1)
erfolgt somit seitlich von dem Halbleiterkérper (1).

[0083] Alternativ kann der Durchbruch (8) durch die
Lotschicht (12) und den Trager (9) gefiuhrt werden,
sodass eine elektrische Kontaktierung der elektri-
schen Anschlussschicht (7) auf der dem Halbleiter-
korper (1) abgewandten Seite des Tragers erfolgen
kann.

[0084] Ferner kann sowohl die erste elektrische An-
schlussschicht (6) als auch die zweite elektrische An-
schlussschicht (7) durch eine Offnung im Tréager (9)
zu der dem Halbleiterkdrper (1) gegeniiberliegenden
Seite des Tragers (9) gefiihrt sein, sodass sowohl die
erste als auch die zweite elektrische Anschluss-
schicht (6, 7) auf der dem Halbleiterkdrper (1) gegen-
Uberliegenden Seite des Tragers (9) elektrisch kon-
taktiert werden koénnen.

[0085] Die Erfindung ist nicht durch die Beschrei-
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bung anhand der Ausfiihrungsbeispiele auf diese be-
schrankt, sondern umfasst jedes neue Merkmal so-
wie jede Kombination von Merkmalen, was insbeson-
dere jede Kombination von Merkmalen in den Paten-
tanspriichen beinhaltet, auch wenn dieses Merkmal
oder diese Kombination selbst nicht explizit in den
Patentansprichen oder Ausfuhrungsbeispielen an-
gegeben ist.
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Patentanspriiche

1. Optoelekironisches Bauelement mit einem
Halbleiterkorper (1), der eine zur Erzeugung von
elektromagnetischer Strahlung geeignete aktive
Schicht (2) und eine Strahlungsaustrittsflache (3) auf-
weist, wobei ein Kiihlelement (4) auf der Strahlungs-
austrittsflache (3) angeordnet ist, das fiir die von dem
Halbleiterkorper (1) emittierte Strahlung transparent
ist.

2. Optoelektronisches Bauelement gemafll An-
spruch 1, wobei der Halbleiterkérper (1) an der dem
Kihlelement (4) gegenlberliegenden Seite auf ei-
nem Trager (9) angeordnet ist und der Trager (9) an
der dem Halbleiterkérper (1) gegeniiberliegenden
Seite eine Warmesenke (11) aufweist.

3. Optoelektronisches Bauelement gemaf einem
der vorhergehenden Anspriiche, wobei das Kiihlele-
ment (4) ein Diamantplattchen ist.

4. Optoelektronisches Bauelement gemaf einem
der vorhergehenden Anspriiche, wobei das Kiihlele-
ment (4) den Halbleiterkorper (1) seitlich tGberragt.

5. Optoelektronisches Bauelement gemafll An-
spruch 4, wobei die laterale Ausdehnung des Kuhle-
lements (4) vier bis zehn Mal gréRer ist als die latera-
le Ausdehnung des Halbleiterkdrpers (1).

6. Optoelektronisches Bauelement gemaR einem
der vorhergehenden Anspriiche 4 oder 5, wobei das
Kihlelement (4) auf der dem Halbleiterkorper (1) zu-
gewandten Seite in Bereichen, die den Halbleiterkor-
per (1) lateral Uberragen, eine Spiegelschicht (13)
aufweist.

7. Optoelektronisches Bauelement gemall An-
spruch 6, wobei die Spiegelschicht (13) Silber ent-
halt.

8. Optoelektronisches Bauelement gemaR einem
der vorhergehenden Anspriiche 4 bis 7, wobei das
Kihlelement (4) auf der dem Halbleiterkorper (1) zu-
gewandten Seite in Bereichen, die den Halbleiterkor-
per (1) Uberragen, Stitzelemente (10) aufweist.

9. Optoelektronisches Bauelement gemall An-
spruch 8, wobei der Halbleiterkérper (1) an der dem
Kihlelement (4) gegenlberliegenden Seite auf ei-
nem Trager (9) angeordnet ist, der Trager (9) an der
dem Halbleiterkorper (1) gegenuberliegenden Seite
eine Warmesenke (11) aufweist und die Stitzele-
mente (10) das Kiihlelement (4) mit der Warmesenke
(11) verbinden.

10. Optoelektronisches Bauelement gemal ei-
nem der vorhergehenden Anspriche 8 oder 9, wobei
die Stitzelemente (10) ein Metall oder eine Metallle-
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gierung enthalten.

11. Optoelektronisches Bauelement gemaly ei-
nem der vorhergehenden Anspriche, wobei das
Kihlelement (4) den Halbleiterkorper (1) seitlich
Uberragt, das Kiihlelement (4) auf der dem Halbleiter-
korper (1) zugewandten Seite in Bereichen, die den
Halbleiterkorper (1) Uberragen, Stitzelemente (10)
aufweist und die Stitzelemente (10) einen elektri-
schen Kontakt mit einem Leiterrahmen erzeugen.

12. Optoelektronisches Bauelement gemal ei-
nem der vorhergehenden Anspriche, wobei das
Bauelement eine erste und eine zweite auf dem Halb-
leiterkdrper angeordnete elektrische Anschluss-
schicht (6, 7) aufweist und die erste und die zweite
elektrische Anschlussschicht (6, 7) auf der der Strah-
lungsaustrittsflache (3) gegenlberliegenden Seite
des Halbleiterkérpers (1) angeordnet sind.

13. Optoelektronisches Bauelement gemafl An-
spruch 12, wobei die erste und die zweite elektrische
Anschlussschicht (6, 7) mit einem Leiterrahmen elek-
trisch verbunden sind.

14. Optoelektronisches Bauelement gemafl An-
spruch 13, wobei die erste und/oder die zweite elek-
trische Anschlussschicht (6, 7) Uber einen elektri-
schen Kontakt mit dem Leiterrahmen elektrisch ver-
bunden sind.

15. Optoelektronisches Bauelement gemal ei-
nem der vorhergehenden Anspriiche 12 bis 14, wo-
bei sich ein Teilbereich der ersten oder zweiten elek-
trischen Anschlussschicht (6, 7) von der Strahlungs-
austrittsflache (3) durch einen Durchbruch (8) der ak-
tiven Schicht (2) hindurch in Richtung zu der der
Strahlungsaustrittsflache (3) abgewandten Seite hin
erstreckt.

16. Optoelektronisches Bauelement gemafl An-
spruch 15, wobei ein zweiter elektrischer Kontakt fiir
die erste oder die zweite elektrischen Anschluss-
schicht (6, 7), die sich durch den Durchbruch (8) er-
streckt, auf der der Strahlungsaustrittsflache (3) ge-
genlberliegenden Seite angeordnet ist.

17. Optoelektronisches Bauelement gemal ei-
nem der vorhergehenden Anspriiche 12 bis 16, wo-
bei der Halbleiterkdrper (1) an der dem Kuihlelement
(4) abgewandten Seite einen Trager (9) aufweist, der
Trager (9) eine Mehrzahl von Offnungen (8) aufweist
und die erste und/oder die zweite elektrische An-
schlussschicht (6, 7) durch die Offnungen zu der
Halbleiterschichtenfolge verlaufen.

18. Optoelektronisches Bauelement gemal ei-
nem der vorhergehenden Anspriche, wobei die
Strahlungsaustrittsflache (3) des Halbleiterkdrpers
(1) poliert ist.
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19. Optoelektronisches Bauelement gemal ei-
nem der vorhergehenden Anspriche, wobei das
Kihlelement (4) auf der abgewandten Seite des
Halbleiterkorpers (1) eine Aufrauung aufweist.

20. Optoelektronisches Bauelement gemal ei-
nem der vorhergehenden Anspriche, wobei auf der
dem Halbleiterkérper (1) abgewandten Seite des
Kuhlelements (4) eine TiO,-Schicht angeordnet ist.

21. Optoelektronisches Bauelement gemaly An-
spruch 20, wobei die TiO,-Schicht eine Aufrauung
aufweist.

22. Optoelektronisches Bauelement gemafl An-
spruch 20, wobei die TiO,-Schicht eine Strukturie-
rung aufweist.

23. Optoelektronisches Bauelement gemal ei-
nem der vorhergehenden Anspriche, wobei das
Kihlelement (4) auf der abgewandten Seite des
Halbleiterkorpers (1) eine Konverterschicht (14) auf-
weist.

24. Optoelektronisches Bauelement gemal ei-
nem der vorhergehenden Anspriche, wobei der
Halbleiterkorper (1) eine Leuchtdiode ist.

25. Optoelektronisches Bauelement gemal ei-
nem der vorhergehenden Anspriche, wobei der
Halbleiterkorper (1) als Dunnfilmchip ausgebildet ist.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhangende Zeichnungen

FIG 1
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